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近年、パワーデバイスへの応用に向けた GaN 基板の低転位化が急加速してきている。我々は、

SiO2ストライプマスクを用いたハイドライド気相成長法(HVPE)による選択成長およびファセッ

ト制御を行い、転位低減を行ってきた。1)本研究では、ストライプマスクパターンに加えてヘキサ

ゴナルマスクパターンを用いた場合の成長機構について調査を行ったので報告する。 

c面 GaN 基板上にスパッタリング法を用いて、開口部幅 200 μm, マスク幅 10 μm, 膜厚 200 nm

の SiO2ストライプおよびヘキサゴナルマスクパターンを形成した。ヘキサゴナルマスクパターン

についてはマスクパターン形成後の表面像を図 1に示す。パターン形成後、HVPE法により GaN

の選択成長を行った。最適化されたファセット制御に加えて埋め込み成長を行うことで基板全面

での低転位化を検討した。図 2に GaN の成長モデル図を示す。GaN は開口部から三角形上のファ

セットを形成し成長する。また、我々がこれまで中心的に研究を行ってきたストライプパターン

は GaN が異方的に成長するのに対し、ヘキサゴナルパターンでは等方的に成長するのが特徴であ

る。これにより、ファセット形成の安定化や異方的な反りの緩和などが期待され、転位密度の低

減に繋がると考えられる。当日はストライプパターンとヘキサゴナルパターンを比較し、それぞ

れの GaN の成長機構について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ヘキサゴナルマスクパターン形成後の表面像    図 2 GaN の成長モデル 

 

[参考文献] 

1)第 77回応用物理学会秋季学術講演会 行實孝太他 13p-A21-12 

[謝辞] 

本研究の一部は科学技術振興機構スーパークラスタープログラムの援助を受けて行われた。 

第64回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2017 パシフィコ横浜)17a-503-10 

© 2017年 応用物理学会 13-260 15.4

 

mailto:tadatomo@yamaguchi-u.ac.jp

